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METODO PARA LA APLICACION DE UN NANORREVESTIMIENTO
CONFORMABLE POR MEDIO DE UN PROCEDIMIENTO DE PLASMA DE BAJA
PRESION

La invencion se refiere a un procedimiento de plasma de baja presion para
aplicar de forma conformable un nanorrevestimiento sobre una estructura tridimensio-
nal. La invencién también se refiere a aplicaciones de tal revestimiento conformable
sobre nanoestructuras tridimensionales hechas de diferentes materiales, en particular
una estructura tridimensional que contiene elementos eléctricamente conductores y no
conductores.

La mayoria de los dispositivos electronicos son estructuras esencialmente tri-
dimensionales de materiales eléctricamente conductores y eléctricamente aislantes.
Tales dispositivos electrénicos incluyen no solo equipo sino también ensamblajes, pla-
cas de circuito impreso (PCBs), tanto deshudas como ensambladas, y componentes
individuales tales como circuitos integrados y transistores. Las partes eléctricamente
conductoras de tales estructuras consisten habitualmente en metales tales como cobre,
aluminio, plata u oro, o polimeros conductores, 0 material semiconductor. Las partes
eléctricamente no conductoras o aislantes de estas estructuras consisten habitualmen-
te en polimeros tales como poliimida, politetrafluoroetileno, silicona, o poliamida, con o
sin refuerzo de fibra de vidrio, 0 materiales a base de papel. Los aislantes en la estruc-
tura o ensamblaje también pueden incluir materiales ceramicos, tales como vidrio. Du-
rante el tiempo de vida de los dispositivos electronicos, estan sometidos a diversas
formas de contaminacion. La conductividad de algunos de los materiales se puede re-
ducir por corrosion atmosférica, y la contaminaciéon puede hacer que se establezcan
caminos conductores entre pistas o conductores adyacentes, siendo un ejemplo de
este mecanismo las dendritas.

Los dispositivos electronicos se estan usando cada vez mas en entornos hosti-
les y contaminados, y hay un uso creciente de revestimientos conformables para pro-
tegerlos contra la contaminacion. Tales revestimientos conformables son normalmente
no conductores.

Tradicionalmente, los revestimientos conformables se han aplicado a placas
de circuito ensambladas y unidades ensambladas, pero también se puede usar en pla-
cas de circuito desnudas, para evitar que los carriles de cobre se oxiden antes de la
soldadura, y para producir un nivel de proteccion frente a la contaminacion después del
procedimiento de ensam'blaje.

Los requisitos minimos para un revestimiento conformable son que deberia
proporcionar una barrera eficaz entre el dispositivo y el entorno, y que deberia ser eléc-
tricamente aislante. El revestimiento conformable deberia evitar la contaminacién fisi-

ca, que puede dar como resultado, por ejemplo, crecimientos conductores a lo largo de
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las partes no conductoras de la estructura o instalacién, lo que con el tiempo podria
provocar cortocircuitos. Los ejemplos de tal contaminacion son dendritas que crecen a
lo largo de las superficies en ciertas condiciones, y “filamentos delgados” que pueden
crecer a través del aire entre los conductores componentes. El revestimiento debe
asegurar también que el metal no se oxida en el aire ni se corroe en otros gases me-
dioambientales. El revestimiento deberia evitar tales problemas que surgen durante el
tiempo de vida de los dispositivos electronicos. A medida que el entorno se hace mas
agresivo, mayores seran las exigencias que se piden al revestimiento conformable. El
revestimiento tendra que soportar humedad elevada, temperatura elevada y contami-
nacion elevada, incluyendo polvo, sales, acidos, disolventes, etc.

Los revestimientos conformables tradicionales son polimeros a base de silico-
na (por ejemplo, documento JP60047024), epoxi (por ejemplo, documento
EP0187595), acrilico (por ejemplo, documento EP0492828) o uretano (por ejemplo,
documento CA1144293), y tienen tipicamente un grosor de unas pocas decenas a
unas pocas centenas de um. Normalmente se aplican pulverizando o sumergiendo los
dispositivos. Antes de que se aplique el revestimiento, es crucial que los dispositivos se
sequen primero y se limpien a conciencia. Tras la aplicacion del revestimiento, nor-
malmente hay otro procedimiento de secado. Por lo tanto, es un procedimiento de pro-
duccion con varias etapas diferentes que requieren una gran cantidad de energia y
compuestos quimicos, y por lo tanto también es muy dafiino para el entorno. No es facil
e incluso puede ser imposible aplicar revestimientos tradicionales sobre estructuras
tridimensionales complejas, especialmente a medida que la escala de estas estructuras
se hace cada vez mas pequefia. Muchos de los revestimientos convencionales son
fragiles, haciéndolos inadecuados para estructuras flexibles. Un problema adicional con
muchos revestimientos tradicionales se produce cuando los dispositivos se someten a
una ciclo térmico repetido, cuando el revestimiento se puede despegar del dispositivo
debido a adhesion limitada y a diferencias en las caracteristicas de expansion. Con
muchos de los revestim}entos convencionales no es posible la soldadura a través de
ellos, haciendo necesario eliminar el revestimiento antes de que se puedan llevar a
cabo reparaciones o mejoras.

Se han desarrollado revestimientos de parileno para ofrecer una solucion par-
cial a las limitaciones (por ejemplo, documento US6389690). Estos revestimientos se
aplican a vacio, y por lo tanto son muy adecuados para la aplicaciéon a estructuras tri-
dimensionales complejas. El procedimiento de produccion es complejo debido a que se
usan precursores sélidos que se han de sublimar para comenzar con ellos, y después
se debe llevar a cabo una pirdlisis a temperatura elevada antes de que se forme en la
fase gaseosa un mondmero Util. Los revestimientos de parileno son mas delgados que
los revestimientos conformables tradicionales, tipicamente menos de 1 a decenas de

micrometros. Siguen siendo necesarios diferentes pretratamientos para la adhesion
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apropiada del revestimiento a todos los componentes de una estructura tridimensional,
incluyendo ensamblajes y subensamblajes, y para asegurarse de que esta adhesion s‘é
mantiene durante el tiempo de vida del producto. Al igual que los revestimientos ¢on-
formables mas tradicionales, los revestimientos de parileno se deben de retirar i ntes
de que se lleven a cabo reparaciones. No es facil eliminar tales revestimientos de pari-
leno. :

La presente invencidn usa polimerizacion por plasma, que es un procedimien-
to en el que se deposita una pelicula polimérica delgada sobre cualquier superficie que
entra en contacto con el plasma de un mondmero organico, que se ha creado en la
camara. Dependiendo de las condiciones de deposicion, también denominadas los
parametros del plasma, tales como potencia, presién, temperatura, flujo, etc, las pro-
piedades de la pelicula se pueden adaptar a las necesidades de las aplicaciones de los
dispositivos.

En la presente invencion, un nanorrevestimiento conformable se aplica me-
diante un procedimiento de plasma de baja presién. El grosor tipico de la capa esta
entre 5y 500 nm, y preferiblemente entre 25 y 250 nm, de este modo fundamentalmen-
te mas delgado que cualquiera de las técnicas de revestimiento conformable existen-
tes. Por lo tanto, este revestimiento es muy adecuado para estructuras muy complejas
y pequefias, proporcionando un revestimiento uniforme incluso en los vértices mas
pequefos. .

El procedimiento de polimerizacion por plasma tiene lugar en una camara de
plasma de vacio, en la que los parametros que controlan el procedimiento incluyen
potencia, presion, temperatura, tipo de monomero, flujo, frecuencia del generador de
plasma, y tiempo del procedimiento. La frecuencia del generador para el plasma puede
estar en el intervalo de kHz, MHz y GHz, y puede ser pulsada o continua. También se
puede variar el numero y colocacion de los electrodos.

La presion a la que se lleva a cabo el procedimiento de polimerizacion por
plasma esta tipicamente entre 10 y 1000 mTorr. El procedimiento se lleva a cabo hasta
que se logra el grosor deseado del revestimiento.

La potencia usada depende enormemente del monémero usado, pero puede
variar tipicamente entre 5 y 5000 W, y se puede aplicar de forma continua o pulsada.
En el modo de potencia pulsada, la frecuencia de repeticion del pulso esta tipicamente
entre 1 Hz y 100 kHz, con una relacién marca a espacio tipicamente entre 0,05 y 50%.

La manera en que se aplica la potencia depende enormemente de los mono-
meros usados. Si la molécula es mas grande y/o menos estable, se descompondra
facilmente por una potencia elevada, pero esto da como resultado revestimientos po-
bres. En tales casos, se puede lograr mejor un revestimiento de buena calidad con una
operacién a menor potencia y/o aplicando potencia pulsada con una frecuencia de 10 a

100 kHz y una relacién marca a espacio de entre 0,05% y 1%.



10

15

20

25

30

35

WO 2011/089009 -4 - PCT/EP2011/000242

Las particulas polimerizables procedentes de un gas formador de plasma se
depositan sobre una superficie para formar un revestimiento. Los mondémeros usados
para el material de partida se introducen en forma gaseosa en el plasma, que se ha
iniciado mediante una descarga luminiscente. Los electrones excitados creados en la
descarga luminiscente ionizan las moléculas monoméricas. Las moléculas monoméri-
cas se rompen creando electrones libres, iones, moléculas excitadas y radicales. Los
radicales se adsorben, se condensan y se polimerizan sobre el sustrato. Los electrones
e iones se reticulan, o crean un enlace quimico, con el material ya depositado sobre la
superficie del sustrato. La creacion de radicales libres se logra preferiblemente usando
un gas monomérico usado en un procedimiento de polimerizacion por plasma.

Los precursores usados en la presente invencién son preferiblemente gaseo-
s0s, y por lo tanto se pueden introducir faciimente en la camara de plasma. Como al-
ternativa, se pueden usar precursores liquidos o sélidos a presion atmosférica o redu-
cida, y se evaporan mediante calentamiento simple a temperaturas que no exceden
tipicamente 200°C. Esto representa en si mismo una simplificacion significativa en
comparacion con el procedimiento de revestimiento con parileno. '

Se usd un intervalo de precursores diferentes para el nanorrevestimiento con-
formable sobre dispositivos electrénicos como se describe.

Estos precursores deberian contener preferiblemente halégenos y/o fésforo
y/o nitrégeno y/o silicona, tal como

- mondmeros obtenidos de uno 0 mas de los precursores CF,4, C,Fs, CsFg, CsFs,
C4Fs, CsFs, CsFq2, CsF14 y/u otro hidrofluorocarbono saturado o insaturado
(CFy)

- monomeros obtenidos de acrilatos (por ejemplo, C43H4,0;F>), metacrilatos (por
ejemplo, C14HoF170,), 0 sus mezclas,

- monomeros obtenidos de uno o mas precursores de fosfato de trimetilo, fosfato
de trietilo, fosfato de tripropilo u otros derivados de acido fosférico,

- mondmeros obtehidos de uno o mas de los precursores etilamina, trietilamina,
alilamina o acrilonitrilo, o

- monomeros obtenidos de siloxanos, silanos, 0 sus mezclas.

En la practica, el procedimiento de polimerizaciéon por plasma esta precedido
preferiblemente por uno 0 mas procedimientos de plasma que usan el mismo montaje
de electrodos y posiblemente en los mismos parametros del procedimiento.

A fin de obtener una buena adhesion entre el revestimiento conformable y to-
das las partes componentes y materiales en la estructura o ensamblaje, y para retener
la adhesion durante toda la vida del producto acabado, es imperativo que todas las
partes constituyentes y materiales de la estructura o ensamblaje se limpien y/o se gra-
ben segln se requiera. Limpiar significa que se elimine la contaminacion organica so-

bre la superficie. Grabar significa que se elimina el propio material y/o se haga rugoso.
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El grabado puede ser necesario para promover una buena adhesion sobre ciertos ma-
teriales.

Los procedimientos de plasma de baja presiéon son particularmente adecuados
para esto debido a que los gases de reaccidén son capaces de permear a través de
toda la estructura tridimensional, a diferencia de los revestimientos conformables a
base de liquidos, que estan limitados por la tension superficial. El procedimiento tam-
bién es seco, y proporciona un entorno mas seguro para los operadores. Comparados
con los métodos tradicionales de revestimiento conformable, los procedimientos de
plasma de baja presion son en general mas beneficiosos al entorno.

Dependiendo del gas 0 mezcla de gases seleccionado, la limpieza y/o grabado
se pueden llevar a cabo sobre todos los materiales constituyentes, incluyendo conduc-
tores, semiconductores y aislantes. Los gases tipicos usados para la limpieza o graba-
do con plasma son O,, N, H,, CF4, Ar, He, 0 sus mezclas.

En comparacion con los métodos actuales de revestimiento conformable, se
puede lograr un importante ahorro de coste, debido a que la limpieza, el grabado y el
revestimiento pueden tener lugar todos ellos en la misma camara.

Para mejorar adicionalmente la union entre el revestimiento conformable y to-
das las partes componentes y materiales de la estructura o ensamblaje, las partes
constituyentes y materiales de la estructura se pueden activar. Activacién significa que
se forman nuevos grupos quimicos sobre la superficie del material mediante la tension
superficial, incrementando la afinidad de la superficie por el revestimiento conformable.
Los gases tipicos usados para la activacion por plasma incluyen O,, N,O, Ny, NH;, Hy,
CF,4, CH,, Ar, He, o mezclas de los anteriores. Nuevamente, se pueden lograr ahorros
significativos en comparacién con los métodos de revestimiento conformable tradicio-
nales como resultado de llevar a cabo la activacion y el revestimiento en la misma ca-
mara.

Finalmente, es esencial eliminar cualesquiera gases atrapados o agua, para
lograr y mantener una buena adhesion entre el revestimiento conformable y todas las
partes componentes y materiales en un ensamblaje o estructura tridimensional comple-
ja. Esto permite que los gases en el procedimiento de plasma penetren hasta el nucleo
de la estructura. Esto se puede llevar a cabo cociendo la estructura antes de colocarla
en una camara de plasma como en técnicas de revestimiento conformable convencio-
nales. La invencidn descrita aqui permite que se lleve a cabo esta desgasificacion, al
menos parcialmente, en la misma camara como la prelimpieza, el grabado y la polime-
rizacién por plasma. '

El vacio ayuda a eliminar la humedad de la estructura, que mejora la adhesion
y evita problemas encontrados en ciclos térmicos durante el tiempo de vida de los pro-
ductos. El intervalo de presion para la desgasificacion puede ser de 10 mTorr a 760

Torr, con un intervalo de temperaturas de 5 a 200°C, y se puede llevar a cabo durante
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1 a 120 minutos, pero tipicamente durante unos pocos minutos. Nuevamente, se pue-
den obtener ahorros significativos de coste en comparacién con las soluciones de re-
vestimiento conformable existentes llevando a cabo la desgasificacion previa y el re-
vestimiento en la misma camara.

Mediante la eleccion apropiada de los parametros del procedimiento y mezcla
de gases, la limpieza, el grabado y la activacion se pueden llevar a cabo todos ellos,
para algunas combinaciones de materiales y componentes, en una Unica -?tapa del
procedimiento.

Los experimentos han demostrado que el revestimiento conformable se puede
usar para componentes electrénicos tales como transistores individuales o circuitos
integrados, por ejemplo. Tales componentes individuales se pueden revestir, después
de ser ensamblados en un componente de sistema mas grande, que nuevamente se
puede revestir segun el método de la presente invencion. También se ha encontrado
que estos revestimientos son particularmente adecuados tanto para PCBs desnudos
como para PBCs ensamblados.

El nanorrevestimiento conformable de la presente invencion es asi particular-
mente ventajoso en el revestimiento de estructuras complejas, en las que la compleji-
dad puede incluir estructuras tridimensionales y/o combinaciones de diferentes mate-
riales y/o componentes.

El método de la presente invencidn permite que se combinen diferentes mate-
riales en un Unico nanorrevestimiento en el mismo procedimiento (tiempo). El método
de la invencion también permite aplicar nanorrevestimientos a estructuras tridimensio-
nales mas complejas.

En una realizacién preferida de la presente invencién, un nanorrevestimiento
se aplica a placas de circuito impreso que ya han tenido componentes unidos a ellas,
para proporcionar un revestimiento conformable del ensamblaje. En otra forma preferi-
da, primero se pueden revestir subestructuras complejas con un nanorrevestimiento
conformable, y despuéé se pueden interconectar para formar un Unico ensamblaje
complejo al que se le puede aplicar un nanorrevestimiento subsiguiente para propor-
cionar un revestimiento conformable global. El hanorrevestimiento como se describe en
esta invencion proporciona proteccion repelente al agua, repelente a aceite, resistente
a sales, resistente a acidos y resistente a la llama en todas las superficies y partes de
la estructura o ensamblaje.

Los experimentos mostraron que el nanorrevestimiento también es resistente
a temperaturas elevadas superiores a 200°C.

El nanorrevestimiento también muestra propiedades elasticas, que lo hacen
adecuado para estructuras flexibles o aplicaciones que necesitan ser resistentes a gol-
pes.

El nanorrevestimiento descrito en esta invencién también tiene la propiedad
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importante de que se puede soldar a su través usando procedimientos de soldadura
estandar. |

En otro aspecto, la presente invencién se refiere al uso del método como se
describe anteriormente para nanorrevestir componentes electrénicos y microelectréni-
cos, circuitos integrados, placas de circuito impreso (PCBs), tanto desnudas como en-
sambladas. La presente invenciéon también se refiere al uso del método mencionado
anteriormente para aplicar un nanorrevestimiento a todas las superficies y partes de la
estructura, con lo que el nanorrevestimiento es resistente al agua, al aceite, a sales, a
acidos y a la llama.

La presente invencion también se refiere al uso del método mencionado ante-
riormente para aplicar un nanorrevestimiento que es elastico en la soldadura.

En todavia otro aspecto, la invencion se refiere a un nanorrevestimiento con-
formable aplicado a una estructura tridimensional de partes eléctricamente conductoras
y no conductoras y/o componentes de diferentes materiales. El revestimiento tiene un
grosor entre 5 y 500 nm, preferiblemente entre 25 y 250 nm. El nanorrevestimiento
conformable se aplica por medio del método mencionado anteriormente.

En un aspecto adicional, la invencién se refiere a un ensamblaje de placa de
circuito impreso con un nanorrevestimiento conformable como se describe. El nanorre-
vestimiento conformable se aplica mediante un procedimiento de plasma de baja pre-
sion.

Otras ventajas ae esta invencion seran manifiestas mediante referencia a la
descripcion detallada de la siguiente realizacidén ejemplar, a ser considerada conjunta-
mente con las figuras 1y 2, que ilustran uno 0 mas aspectos no limitantes de la reali-
zacion.

En la descripcion detallada, se hara referencia a las figuras adjuntas, que tie-
nen el siguiente contenido:

- LaFigura 1 es un dibujo de un electrodo individual segun la invencién;
- La Figura 2 ilustra una realizacién de un montaje de multiples electrodos que se

puede adaptar a una camara de vacio segun la invencion.

Ejemplo 1: Colocacién de los electrodos en la camara de reaccién

El montaje es preferiblemente como se muestra en la Figura 1y 2. El montaje
de los electrodos para generar un plasma de baja presion comprende un conjunto de
electrodos flotantes (1) que estan huecos, de forma curvada y circular, y la camara (5)
de vacio funciona como una masa. Los electrodos (1) son alimentados con un liquido,
que se puede enfriar o calentar para permitir que los procedimientos de plasma se lle-
ven a cabo a lo largo de un intervalo de temperaturas de 5 a 200°C, y preferiblemente a

una temperatura controlada entre 20 y 90°C.
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En este montaje, un electrodo tipico (1) tiene un didmetro de entre 5 y 50 mm,
un grosor de pared de 0,25 a 2,5 mm, doblandose hacia el extremo con un circulo de
vuelta de 180°, y la distancia entre el tubo antes y después de la curva esta entre 1y
10 veces el diametro de la tuberia, preferiblemente 5 veces.

Se aplica potencia al electrodo (1) via placas conectoras (2) montadas en una
placa de acoplamiento (4). Entre la placa de acoplamiento (4) y la camara (5) se aplica
una capa aislante o pantalla (3) delgada. El grosor de esta capa, tipicamente unos po-
cos milimetros, es tal que no es posible que haya plasma entre medias.

La estructura tridimensional o instalacién a la que se va a aplicar el nanorre-
vestimiento se coloca entre los electrodos usando un recipiente o bandeja (6) metalica
perforada, que se puede empujar entre los electrodos, por ejemplo. Es preferible que
se mantenga una distancia minima de unos pocos mm entre el electrodo y el sustrato.
Los electrodos flotantes en el aparato descrito anteriormente permiten que se aplidue
un revestimiento tridimensional uniforme en una Unica etapa del procedimiento. No es
necesario revestir la parte superior y la parte inferior de una estructura en dos etapas
diferentes.

Los electrodos generan un campo eléctrico de frecuencia elevada, a frecuen-
cias entre 20 kHz y 2,45 GHz, tipicamente 40 kHz o 13,56 MHz, prefiriendose 13,56
MHz.

Tal montaje de electrodo se adaptd a un sistema de plasma CD1000.

Ejemplo 2: Polimerizacién por plasma de baja presiéon de una tarjeta de circuito

implantado para un teléfono C3F6.

Se colocd una tarjeta de circuito ensamblada para un teléfono mévil en una
camara de plasma CD1000, como se describe en el Ejemplo 1, durante alrededor de
dos minutos, y se desgasificd a una presion entre 100 y 1000 mTorr. Después, la placa
se limpiod y se grabd usando A, y se llevo a cabo polimerizacion por plasma durante 10
min. usando un monomero de C3F6 a 50 mTorr y a temperatura ambiente. Se midié el
revestimiento conformable fluoropolimérico aplicado mediante este procedimiento, para
dar un grosor de aproximadamente 80 nm.

Esta placa de circuito se expuso entonces a varios procedimientos de enveje-
cimiento que implican exposicion prolongada a humedad, temperaturas elevadas y
humos de sales. Visualmente se pudo observar que la placa de circuito con el nanorre-
vestimiento conformable mostr6é una corrosién significativamente menor que una placa
de circuito sin tratar. Cuando se lleva a cabo un ensayo eléctrico, también se encontrd
que el ensamblaje de la placa de circuito con el nanorrevestimiento conformable no
mostro virtualmente ningun fallo eléctrico, que fue significativamente menor que los

ensamblajes de placas de circuito sin revestir.
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Se hace constar que con relacion a esta fecha, el mejor método conocido por la
solicitante para llevar a la practica la citada invencién, es el que resulta claro de la

presente descripcién de la invencion.
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REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invencién como antecede, se reclama como propiedad
lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Método para depositar un nanorrevestimiento conformable sobre todas las
superficies y todas las partes de una estructura tridimensional o ensamblaje compuesto
de elementos eléctricamente conductores y eléctricamente no conductores, caracteri-
zado porque dicho revestimiento se deposita mediante un procedimiento de polimeri-
zacion por plasma de baja presiéon precedido de una etapa de desgasificacion de la
estructura o ensamblaje.

2. Método segun la reivindicacion 1, en el que la desgasificaciéon y el procedi-
miento de polimerizacion por plasma se procesan en la misma camara de plasma.

3. Método segun las reivindicaciones 1 a 2, mediante el cual el revestimiento
tiene un grosor entre 25 y 250 nm, preferiblemente de aproximadamente 80 nm.

4. Método segun las reivindicaciones 1 a 2, mediante el cual el procedimiento
de plasma se lleva a cabo a presiones entre 10 y 1000 mTorr preferiblemente a 50
mTorr.

5. Método segun las reivindicaciones 1 a 2, mediante el cual el procedimiento
de plasma se lieva a cabo a una temperatura entre 20 y 90°C.

6. Método segun las reivindicaciones 1 a 2, mediante el cual el procedimiento
de plasma se lleva a cabo a una frecuencia de 20 kHz a 2,45 GHz, preferiblemente 40
kHZ, mas preferiblemente 13,56 MHz.

7. Método segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, mediante el cual la
potencia de RF se mantiene de forma continua durante el procedimiento de polimeriza-
cion por plasma. |

8. Método segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, mediante el cual la
potencia de RF se pu|sg durante el procedimiento de polimerizacion por plasma, y la
frecuencia de los pulsos esta tipicamente entre 1 Hz y 100 kHz, con una relacion de
marca a espacio tipicamente entre 0,05 y 50%.

9. Método segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, mediante el cual se
utilizan mondmeros polimerizables gaseosos los cuales se producen a partir de precur-
sores gaseosos, calentando precursores liquidos o calentando precursores sélidos, o
mediante una combinacion de los anteriores.

10. Método segun la reivindicacion 9, mediante el cual dichos monémeros de-
rivan de uno o mas de los precursores CF4, C,Fg, CsFes, CsFg, C4Fs, CsFya, CsFi14 y/0
cualquier otro hidrofluorocarbono saturado o insaturado (C,F,).

11. Método segun la reivindicacion 9, mediante el cual dichos monémeros de-
rivan de acrilatos, metilacrilatos o sus mezclas.

12. Método segun la reivindicacion 9, mediante el cual dichos monémeros de-

\
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rivan de siloxanos, silanos, silazanos o sus mezclas.

13. Uso del método segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, para re-
vestir componentes electronicos dispositivos electronicos, placas de circuito impreso
desnudas y/o sus ensamblajes.

14. Uso del método segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, para de-
positar un nanorrevestimiento para proporcionar una proteccion repelente a agua y/o
repelente a aceite, a todas las superficies y partes de la estructura tridimensional o
ensamblaje.

15. Estructura tridimensional o ensamblaje que comprende un nanorrevesti-
miento conformable depositado mediante un método segun las reivindicaciones 1 a 12

sobre todas las superficies y partes de la estructura o ensamblaje.
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Titulo: METODO PARA LA APLICACION DE UN NANORREVESTIMIENTO
CONFORMABLE POR MEDIO DE UN PROCEDIMIENTO DE PLASMA DE BAJA
PRESION

Resumen: La invencion se refiere a un nanorrevestimiento conformable aplicado me-
diante un procedimiento de plasma de baja presién. La invencién también se refiere a
un método para obtener tal nanorrevestimiento conformable sobre una nanoestructura
tridimensional, en particular una estructura tridimensional que contiene elementos eléc-
tricamente conductores y no conductores.
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